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液 体 半 導 体 の 電 気 的 性 質
北大理 下 地 光 雄
この報告では,この間題町 娼する一般的な報告 1)はさてお き'才つれわれの
所で研究哲行な ったTトT占 系を具底 的VTL注目し,それを通 じて液体半導体
の特徴に簡単に触れるO この系の電気伝導鮭O,熱麗能α,Hall係数 Rの
測定結果 2)-4)は,第 1, 2∴ 5図に見るように,･Tl2 Te組成 (Tl原子
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分率≡0.667)附近で異常な挙動 を示す O 特に注 目すべ きことは, T12Te
組歳よりもT占'か過剰Vt含まれる癖液では,Taの符号 がよそkL,るわた反 し,
/
Rの符号が負であもことであるoとれば固体匿於け 畠云1)'ド理絵vtよる,辛
導体の描像 (T12 Te を異性半導体とみなし過剰成分をdo云o;.ac占eptor
と考える)とは全 く遮った結果である｡
ところで Oの極小値附近の大 きさはMot卜Allgaier5)の電気伝導非局在
模型の条件 (500'｡hm~1cm11)と同塵慶の所にあり,Te が加わるこ と
によって, 0が壇大するので,非局在模型を用いて.0を説明できるようにみ
ぇる,事実 Schaich-Ashc･,･oノftる)はT12 Te`分子 とTeユィォンの共存系で
lノ,
の電子散乱として Zimanl方程式で取 り-扱 うことを鹿薬しているo''なお Tl2
se 系の易動度については,聾者等の計算 5)(点電荷イオンと電子の散乱を
Ziman 理論で取 り扱う)によれば,定性的には妥当な値が得 られてい る｡
αの方はTe の pseudo二potentia17上または phase shift4)のエネルギ
ー依存性が極めて大 きい と･考えること(a=よって理解されよう｡Iiall効果は
AIIgal占r8)の指摘しているように tr｡nsv｡,se eff｡｡t であ り, 0,α
のような longi.tudir]al童と按別種の informationを与えるもの とみな
せる｡
夜か, 0の値が小さ くなり,む しろhopping 磯格のような局在模型を適
用すべき系で(/i,αの符号は carrier の符号と一致す る必要がない し7).9)
さらにRの符号 もまた carrier の符号 と同じである必要 もないと考え られ
る01'0)
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液体 違 移 金属 の磁性 について
名大工 安 達 健 五
義1. は じめに
_Liquid normalmetalの構造とその電子論的解釈は,Hg 複どまだ未
解決夜間題は残されているものの, Edward,ZimanL等によって一応 成功の
一段階を踏んだものと認められるO こ れらのr液体金属の電子論の発展を促し
た一旗は,擬ポテンVヤルの適用によるものと考え られる0 -万,金属元素
の約 1/5 を占める遷移金属に関しては,その融点が高い と言 うこともあり
実線デ ーターが非常VC不足してLへるが,幾つかの Sd遷移金属やその合金に
ついて帯磁率や密度,粘性測定,そ して中性子回折の実験 も行われ始めてい
る｡しか しなが ら今後実験デ ーターが或る程度出揃 ったVCしても,遷移金属
には嘩ポテンシャルが使えない.ので,液体遷移金属わ物性の電子蘭的解明に
かま何 らかの新 しい方法が望まれるO.
固体遷移金属のバン ド盤論の歴史をさかのぼると,液体に対してp･b tight
binding の方法に観る･のか虚 も容易な行 き方であろ うO･この様夜観点か ら
cyrotrLackmannl)･は液体遷移金属に対して tight bind,ing･億 佐ま っ
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